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Введение структур из квантовых ям в активную область p-i-n фотовольтаических солнечных элементов является известным способом расширения спектра поглощения последних в длинноволновую область и, соответственно, повышения их кпд. Для реализации эффективного выноса фотовозбужденных электронов из квантовых ям в [1,2] было предложено использовать эффект резонансного туннелирования, при котором фотоэлектроны последовательно туннелируя из ямы в яму, выходят в область непрервного спектра и дают вклад в фототок. Для конструирования таких структур необходимо иметь возможность варьировать положение нижних подзон размерного квантования в широких пределах, вплоть до непрерывного спектра, чтобы обеспечить их резонансное согласование в электрическом поле p-i-n перехода. Очевидный метод варьирования ширины квантовых ям, как показано в [2], для этой цели не до конца применим.     
В данной  работе предложено для управления положением нижней подзоны размерного квантования в квантовой яме вводить в нее серию узких туннельно-прозрачных барьеров. Подбирая количество и расположение барьеров, как показали проведенные нами расчеты энергетического спектра таких структур, можно изменять положение нижней подзоны в широких пределах вплоть до непрерывного спектра. Методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращена серия структур из квантовых ям GaAs/Al0.3Ga0.7As с различными конфигурациями встроенных барьеров и экспериментально (методом низкотемпературной фотолюминесценции) измерены  энергии нижних подзон. Эксперимент обнаружил хорошее согласие с расчетными данными, продемонстрировав возможность регулировать положение уровня размерного квантования в требуемых широких пределах.
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